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Spenke, Eberhard Physiker, * 5. 12. 1905 Bautzen, t 24. 11. 1992 Erlangen, =
Pretzfeld.
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Leben

S. besuchte das Realgymnasium in Berlin-Lichterfelde. Nach dem Abitur
studierte er Physik in Bonn und Goéttingen und wechselte 1926 nach
Konigsberg. Im selben Jahr publizierte er in den , Annalen der Physik"” einen
Aufsatz zur elektromagnetischen Strahlungstheorie. 1928 wurde er bei
—-Richard Gans (1880-1954) mit einem ,Beitrag zur Formbestimmung
mikroskopischer und ultramikroskopischer Objekte” (in: Ann. d. Physik, 5. F., Bd.
1, 1929, S. 829-90) promoviert. 1929 trat S. als Assistent von »Walter Schottky
(1886-1976) in das Berliner Zentrallaboratorium der Siemens & Halske AG ein.
Zusammen mit Schottky arbeitete er an der Entwicklung einer Raumladungs-
und Sperrschichttheorie fur Kristallgleichrichter, die 1939 publiziert

wurde (Quantitative Behandlung d. Raumladung u. Grenzschichttheorie

v. Kristalldetektoren, in: Wiss. Veroff. aus d. Siemens-Werken 18, 1939, S.
225-91, mit W. Schottky). Ferner studierte S. die Theorie der Gasentladung,
erweiterte mit Schottky die Theorie des Rohrenschrotrauschens und
untersuchte mit ihm sog. HeiBSleiter. Bei Kriegsbeginn 1939 als Meteorologe

zur Luftwaffe eingezogen, konnte er schon im April 1940 wieder zu Siemens
zuruckkehren, wo er sich bis 1944 mit Fragen der magnetischen und
akustischen Minenabwehr befalSte.

Schottky war 1943 nach Pretzfeld gegangen und S. folgte ihm 1946,

von der Siemens-Verlagerungsstatte in Sielbeck (Holstein) aus, um dort

das Halbleiterforschungslaboratorium fur die Siemens-Schuckert-Werke
aufzubauen, das er 1946-68 leitete. Neben der Weiterentwicklung von Selen-
und Kupferoxidul-Gleichrichtern arbeitete S. weiterhin an der Theorie der
Sperrschichtgleichrichter, wobei er sich seit 1951 auf Bauelemente aus
Germanium und Silizium konzentrierte. 1954 gelang S. erstmals die Gewinnung
von Reinstsilizium als Ausgangsmaterial fur die Produktion elektronischer
Bauelemente. S. fuhrte sein Verfahren zur Reinigung und KristallziUchtung von
Silizium (Zonenziehverfahren) bis zur industriellen Reife weiter und wurde



so einer der Begrunder der Siliziumtechnologie. Im Okt. 1956 stellte S. den
ersten Silizium-Leistungsgleichrichter mit damals unglaublichen 1000 V und
200 A vor. Seine langjahrigen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Halbleiter
waren die Basis fur die Monographie , Elektronische Halbleiter, eine EinfUhrung
in die Physik der Gleichrichter und Transistoren“ (1955, 21984). Danach
entwickelte er Gleichrichter fur groRe Leistungen aus Einkristall-Silizium. Seit
1958 konzentrierte er sich auf Leistungstransistoren auf Siliziumbasis, 1961-
65 arbeitete er an steuerbaren Halbleiter-Gleichrichtern (Thyristoren) fur die
Starkstromtechnik. Bevor S. 1970 in den Ruhestand ging, baute er|noch die
Abteilung ,,Grundlagenentwicklung fur Silizium-Leistungsbauelemente” in
Munchen-Freimann auf. 1977 nahm er einen Lehrauftrag an der Univ. Erlangen-
Nirnberg an, aus dem seine Monographie ,,pn-Ubergéange” (1979) hervorging.
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